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• 합성쿼츠 소재 QD9+ 국산화

• 반도체 소재 CD9 개발 및 양산

(Si, CVD-SiC 시장 대체)

• SD9+P/SD9+S 개발 및 양산

• 보론 계열 백앤드용 세라믹

소재 개발

• 스퍼터공정용 탄탈 소재 개발
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625 
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775 

, 가공 2공장 설립

QD9+ 소재 공장 설립

마이크론(일본) QD9 공급

1Q 인텔 양산 수주 확보

가공 4공장 설립 4Q QD9+ SK하이닉스, 삼성전자 공급

CD9 SK하이닉스 공급

QD9+ 북미글로벌업체 공급차세대 디바이스 공정용 실리콘 부품으로 국산화 소재이며,
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적층수만큼 반복

Bottom Ring

Top Ring

합성쿼츠 Ring

식각(Etching)

`
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25.1Q 24.4Q 24.1Q 

(단위:백만원)

■ H社 ‘25년 QD9+ 확대 전개 진행중

■ H社 ’24년 3Q CD9 Qual test 완료, 25년 양산 공급 예정

■ 해외 신규 고객사 확보 위한 개발품 테스트 진행 중

■ 25년 매출 증가에 대비한 생산 Capa 증대에 따른 인원 확충

■ QD9+ 소재 부품 양산 공급 확대 : ’23년 4Q ~

■ QD9+ 해외 고객사 Qual test 개시 : ‘23년 2H ~

■ SD9+ 해외 고객사 Qual test 공급 개시 : ‘24년 2Q ~

■ 반도체용 국산화 소재 테스트/개발 중 :  ST-T1, BC-T1

매출액 186억원, 

주요 성과 향후 주요 이슈 및 성장 전략
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메타버스 데이터센터

PC 자율주행

[필요 반도체 특성] [공정 특성]

쳇GPT
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End-User
Benefit

Micro 
Bubble

Micro 
Bubble

Micro 
Bubble

Non 
Bubble
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 제품 형상 최적화
 짧은 공정시간, 가공시간 최소화

 매우 긴 공정시간 필요
 추가 가공 필요

75%50%

유해가스 발생
(HCl(유독가스), H2O, CO2)

 공정시간 단축으로 원재료 전환 효율 우수
 형상 최적화를 통한 가공 단가 절감
 유해 가스 처리 비용 발생 X

 원소재 생산 단가 높음
 높은 설비 비용 및 추가가공에 따른 가공 단가

증가
 유해 가스 발생으로 인한 처리 단가 증가

높음 낮음

유해가스 미발생
(H2O, N2, CO2)

QD9
(해외 수입) 내재화 추진

QD9+ 개발 진행
· 원재료 Cost down
· 친환경(Toxic Gas 無) 제조
· 기존 소재 대비 우수한 특성

세계 최초로 반도체 에칭 공정용 합성쿼츠 QD9+ 양산 시작
(쿼츠 소재 생산국가 진입)

글로벌
소재 전문 기업으로

도약
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구 분 측정기관 / 측정일자 QD9+ 타사 합성쿼츠 비 고

1. 불순물 함량 측정 JKC / 2021. 07.30 102.81ppb 6,348.72ppb 불순물 함량이 낮을수록 유리

2. 밀도 측정 Clare / 2021.07.29 평균 2.198(g/cm3) 평균 2.200(g/cm3) 일반적인 쿼츠 밀도인 2.2g/cm3 수준
으로, 특이사항 없음

3. 식각율 측정 Clare / 2021.08.03 평균 12.072(g/cm3) 평균 12.467(g/cm3) 낮은 식각량으로 사용수명이 길어짐

4. 경도 측정 Clare / 2021.07.29 평균 849.3HV 평균 816.8HV 경도가 높을수록 식각 저항성이 우수

특허 명칭 (등록번호)
1.합성쿼츠 제조 방법 (제10-2388688호)

2. 수율 개선 및 기공 제어가 가능한 합성 석영유리 제조방법 (제10-2419522호)

3. 증착면 온도 균일제어가 가능한 합성 석영유리 제조장치 (제10-2419569호)

4. 반도체용 실린더형 합성쿼츠 제조기술 (제10-2452282호)

5. 사이드 버너를 이용한 실린더형 합성 쿼츠 제조방법 (제10-2419537호)

6. 반도체용 실린더형 합성쿼츠 제조를 위한 맨드릴 구성 (졔10-2419547호)

7. 반도체용 실린더형 합성쿼츠 제조를 위한 맨드릴 구성 및 제조방법 (제10-2419554호)

8. 표면 결함을 개선시키기 위한 실리카 증착체 제조 방법 (제10-2419561호)

9. 향상된 증착 효율을 가지는 OVD 공정을 통한 합성 석영유리 제조방법 (졔10-2388684호)

10. 반도체용 실린더형 합성 쿼츠 제조기술 (제10-2419565호)

11. 두께 증가 시 열량 감소 (제10-2023-0033239호)

12. 다중버너 사용 시 버너간 거리 (제10-2023-0033257호)

13. 버너 다수 배치 (제10-2023-0033280호)

14. 배선기능 개선을 통해 증착물의 표면결합을 방지할 수 있는 합성쿼츠 제조설비 (제 10-2023-0086828호)

15. 힐링 증착 패스 공정을 통한 대구경 실리카 수트의 크랙을 제어할 수 있는 장치 (제 10-2659434호)

16. 합성 쿼츠 제조를 위한 버블 제거 장치 및 방법 (제 10-2727726호)

국내 특허 등록 16건, 출원 8건
해외 특허 등록 4건, 출원 5건
(일본,미국,중국,대만 등)
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(국내 특허 15건, 출원 3건, 해외 특허 2건, 출원 2건)

Carbon 25%)

“고객사 Test 진행”

높은
공유결합에너지

→ 고강도, 고내구성

우수한 플라즈마 내성
→ 적은 Particle 발생

수율 유지
및 수명 증가 효과

CVD-SiC Focus Ring
Carbon 70%, 

Carbon에 의한
Particle 발생 증가

불량률
증가

부품 대체 수요
발생

양산공급(예정)
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Si Ingot 소재 양산 성공 ①

차세대 디바이스 공정용 부품으로 반도체용 Poly Si 잉곳부터 제품까지 수직계열화

 소재 국산화

 소재,부품 안정적 공급

 단가 경쟁력

▶ SD9+P Ingot

SD9+P
양산화

End-User
Benefit

 SD9+P 강점
- Nitride Free 실리콘 잉곳 양산 (품질 경쟁력 ↑)
- 실리콘 품질 비가격 경쟁력 확보
- 소재 Loss율 최소화하기 위해 원형의 Ingot 성장 생산
- 시뮬레이션 프로그램 활용, Ingot 장비 핫 존 설계 및 생산

(비씨엔씨 SD9+P 잉곳) (타사 폴리 실리콘 제품) (비씨엔씨 폴리 실리콘 제품)

나이트라이드
(Nitride)

나이트라이드
(Nitride)

Nitride_Free
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Si Ingot 소재 양산 성공 ①

BCNC Japan M社

나이트라이드
(Nitride)

나이트라이드
(Nitride)

나이트라이드
(Nitride)

나이트라이드
(Nitride)

China F社 Korea 타社
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Si Ingot 소재 양산 성공 ②

반도체용 Single Si(단결정 실리콘 소재) 소재 및 부품 수직 계열화
 BCnC Single Si Ingots
- 직경 300mm 이상의 다양한 제품 생산
- 자동화 프로그램을 이용한 잉곳 자동 생산관리
- 20년 이상의 단결정 생산 기술 전문 지식 적용

반도체 식각 공정의 다양한 핵심 소재와 제품을
모두 수직계열화한 세계 유일 기업

반도체 식각 공정 핵심 소재

쿼츠(Q`tz) 실리콘(Si) 실리콘카바이드(SiC)

`



21

 차세대 디바이스 검사를 위한 보론 계열 백앤드용 세라믹 소재이며, BCnC에서 명명한 이름임. 

 기존 폴리머 수지 계열 소재 대체 → 파운드리 차세대 디바이스 백앤드공정 검사용 (Boron Ceramic – Test 1)

BC-T1

개발 제품

- 반도체 테스트 장비용 차세대 디바이스 검사를 위한 세라믹 소켓용 소재 개발

- 2023년 BN계열 세라믹 분말 초도품 개발 완료

- 2025년 하반기 시제품 출시 목표

시장 규모
- 글로벌 첨단 세라믹 시장 규모는 14.5조원,

- 반도체 테스트 소켓용 소재 국내 시장 규모 700억원 (2021년 기준)
ANTRO_미세 홀 가공 TEST
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기술 이전 계약 체결

- 기술 이전 계약 체결 기관 : 한국생산기술연구원

- 계약 내용 : 지식재산권(특허) 전용실시권 부여 및 희소금속 공정 실현 기술지도

- 계약기간 : 2022년 2월 1일 ~ 2032년 1월 31일 (10년)

이전 계약 기술

- 탄탈륨 분말 제조 기술

- 초경합금용 탄탈륨 카바이드 분말 제조 기술

- 탄탈륨 잉곳, 와이어 및 반도체용 스퍼터링 타겟 제조 기술

- 탄탈륨 제련 기술

- 전자빔 용해 기술

- 보유 특허 : 분말 합성특허 3건, 와이어 제조 특허 2건, 제련 및 장비 특허 5건 (총 10건)

해당 기술을 통해 탄탈(Ta) 분말 제조“부터 “금속 소재 생산”, “탄탈 타겟 등

제품 생산＂까지 전공정 100% 내재화한 전세계 유일 일괄 생산시스템 구축

 스퍼터링 탄탈 소재부터 타겟 제품까지 일괄 생산시스템에 의한 개발 제품이며, BCnC에서 명명한 이름임. 

 100% 수입 제품에 의존 → 탄탈륨 분말 제조부터 타겟 제품까지 전공정 내재화 (Sputtering Target - Tantalum 1)
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개발 제품 - 스퍼터용 탄탈륨(Ta) 타겟 소재부터 제품까지 개발

시장규모
- 반도체 증착 공정 소재인 스퍼터링 타겟 : 글로벌 시장 규모 8,000억원 이상 (2025년 기준 예상)

- 국내 100% 해외 수입 의존 : 1,800억원 규모

제품화 계획
- 2025년 하반기 시제품 출시 목표

- 2026년 양산 라인 구축 목표
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최대주주등

57.19%

주식수 지분율

* 2025년 3월 31일 기준

비씨엔씨(주) 0.76%
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구 분 면 적

보유토지 48,280m2 (14,630평)

부품 생산 CAPA 목표
(2023년 1,300억원/년 ~ 2026년 3,000억원/년)

1) 마교리 부지

Q1동

Q2동(예정)

M2동

M1동

S1동

M4동

M5동(예정)

연구소

PR2동

PR1동
기숙사 5호동
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2) 소정리 부지

M3동
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71% 100%

-0.2% 0.6%
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